Yariiletken Elemanlarin ve Diizenlerin Modellenmesi

(Odevin verilis tarihi 8.11.2006. Siire U¢ hafta.)

Bir bipolar tranzistor icin

ODEYV 3

a- VBE = sabit ¢ikis 0zegrileri yardimiyla Gelistirilmis Ebers-Moll modelinde Early olayini
modellemek tizere ongoriilen Mr Early carpanini ve mc BC jonksiyonu kapasite gradyan
faktoriiniin nasil belirlenebilecegini arastiriniz, bunun icin bir yontem oneriniz.

b- Tablo-1’de verilenlerden yararlanarak olcii biiytikliikleri verilen tranzistor icin Mr
Early carpanini ve mc kapasite gradyan faktoriinii belirleyiniz.

Tablo-1. Vge = 0.7V icin Ic-Vcg ve Voe-Vee degisimleri

/celV] | .90 |11 1.5 2.1 2.5 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
Ic[uA] | 527|531 | 537 |546 |551 |557 |567 |576 |584 | 501
yoe[uS]| 11.7 | 10 0.5 8.2 7.1 6.5 5.3 1.8 4.4 4.2




